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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semiconductor substrate having an epitaxially deposited layer, com-
prising the following successive steps: - etching (ETCH) a susceptor of an epitaxy reactor; - coating (COAT) the susceptor; - placing
a semiconductor substrate on the susceptor; - depositing (EPI) an epitaxial layer on the semiconductor substrate. The method also
comprises, after coating and before deposition, exposing (ISO) the susceptor to an oxygen-containing gas mixture. The method further
comprises, after placement and before deposition, a baking step (BAKE) involving baking the semiconductor substrate, which, except
on the underside of the semiconductor substrate, removes an oxide layer formed by exposing the susceptor to an oxygen-containing
gas mixture.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de production d'un substrat de semi-conducteur comportant une couche déposée par
épitaxie, comprenant successivement les étapes suivantes : - gravure (ETCH) d'un suscepteur d'un réacteur d'épitaxie; - revétement
(COAT) du suscepteur; - mise en place d'un substrat de semi-conducteur sur le suscepteur; - dépot (EPI) d'une couche épitaxiale sur
le substrat de semi-conducteur. Le procédé comprend en outre, apres le revétement et avant le dépot, I'exposition (ISO) du suscepteur
a un mélange gazeux contenant de l'oxygene. Le procédé comprend par ailleurs, aprés la mise en place et avant le dépot, une étape
de cuisson (BAKE) du substrat semi-conducteur, qui élimine, sauf sur le dessous du substrat de semi-conducteur, une couche d'oxyde
formée par l'exposition du suscepteur a un mélange gazeux contenant de l'oxygene.
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